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Dipl.~-Ing. Wolfgang MBgliing
Dipl.-Phys. Honika Arnold

VEB Appliketionszentrum Elektronik Berlin
im VEE Kcmbinat Mikroelektronik

Eenmnmelchnung wvon diskreton
DDR-Halblelterbavaleomenten L, 2, 3/

1. Allgewmeins Crundsitze

Die Beseichnung erfolgt gem8B TGL 36 015, giltlg ab 1. 4. 1987.

Dis Typbeszeichnunyg besteht auvs GroPbuchstaben und Ziffern, die in bestimmten FBllen durch
Kleinbuchstaben =zn ovrgfnzen esind. Bei Erfordernie ist es Jedoch sulfissig, die vollst8ndizgs
Typbeseichnung unur m»it Grofibuchetaben (EDV) oder nur mit Kleinbuchstaben (Fermschreibsr) zu
schreiben.

Die Bedeutung der Buchstaben und Ziffern ergibt sich aus der Stelle, an der sie stehen. Vor
und nach der Z&hinummer ist eteie ein Leerrsum elnzufligen; das Einfigen weiterer LeerrSume
Jeweils beim Wechsel vou Buchaztaben und Ziffern ist zulsssig. Buchstabeneinschliisse innerbalb
der ZZhinumper gind ohne Leerraum zu schreiben. Traffen Ziffern unterschiedlicher Bedeutung
aufelpander, 80 sind usSe durck SchrBgstrich su trennen. Die Typkennseichnung (auf dem
Bauelement) ist bhei Platzmangel aus der Typbezeichnung verwechalungssicher und eindeutig zo
bilden - siebe fbechnitt 3.

Die Beselchaung erfolgt nack folgendem Schema:
1. Block 2. Block 3. Block

Felapiel: 84 FE 2000

Element: RN T_j

Halbleiterwerkstoff

. Zitfer fir speziellen Einsata-1)

. Typische elcktyr. Funktion _J
Typrgrupps/ Gehlusevariante
ZEhiaunser
Erglngende Zngaben 11 1) Angaben nur, falls erforderlich

2. _Erliuternngen der Eiemente
1. Block, 1. Elemsnt:

B WN

ein Buchstabe »ux Keanszelchnung des Halblelterwerkstoffes

G = Germaniump

8 = Silizxiom

V = Hallleiterverbindung (AIIIBV-Verbindungen, =.B. Galliumarsenid,
Indiuvmphosphid; AIIBYI-Verbirdungen)

M = verschiedene, nicht genauer definierte Halbleiterwerkstoffe

1.8lock, 2. Element:

eine Zlffer szur Kemnseichnung fiir spezielien Einsatz; Ziffernvorrat 1...9. Die Ziffern 1...5
gelten flr Bauelemente des Sonderbedarfs der Einsatzklassen 1...5. Die brigen Ziffern werden
nach internem Schliissel des Herstellers vergeben. Bei Bedarf dOrfen die Ziffern =zu
swelstelligen Zahlen kombiniert werden.

1.Block, 3. EKlement:

ein Buchstabe saur EKennzeichnung der typischen elektrischen Funktion; dabei haben die
Buchsataban folgende Bedeutung:

A = Diode
Hoppler
FF-Transistor (Wirmewiderstand Renjc p 15 K/W)
HF-Leistungstransistor (WArmewiderstand Rihjc < 15 K/W)
Tunneldiode
HF-Transistor (Wirmewiderstand Rtnjec 3 15 K/W)
HF-Leistungstransistor {Wirmewiderstand Rtnjc < 15 K/W)
ladungesges tevertes Halblelterbauvelement (3.B. MOSFET)

LI TV I PO T T IO S I 1

ErommRoaOn

ai 10(1989) H. 1



strahlungsempfindliches Halbleiterbauelement
strahlungsemittierendes Halbleéiterbauelement

Bauelement mit Betrieb im Durchbruchverhalten
Schalttransistor (Wirmewiderstand Rthjc 3 15 K/W)
Thyristor, Diac, Triac und andere Vierschichtbauelemente
Leistungsschalttransistor (Wirmewiderstand Rthjec < 15 K/W)
Sensor-Bauelement (auBer optoelektron. Bauelement)
Leistungsdiode

Z-Diode

N<EAQ-ENIOoT
[ I T VI (I

1. Block, 4. Element:

ein Buchstabe (auBer I und J) nach internem Schllssel des Herstellere fOr Typgruppe, auch
GehBusevariante (kann bei unterschiedlichen Erzeugnisgruppen unterschiedliche Bedeutung haben)
oder fOr erhShte Anforderungen (vorzugswelse die letzten Buchstaben des Alphabeta). Es sind
bereits vorgegeben:

- fiir Transistoren
E = Kennzeichnung von AufsetzgehBusen

- fir Dioden
D = Kennzeichnung von Aufsetzgehfusen

- fir optoelektronische Halbleiterbauelemente
A Lichtemitterdiode (LED)
Lichtemitteranzeige
wehrstellige Lichtemitteranzeige
wie C mit einseitigem Steck- oder Ldtanschlup
mehrstellige Lichtemitteranzeige, Lichtschachtausfilhrung
einzeilige LED-Reihe
mehrzeilige LED-Reilhe
Lichtemitter-Flachbandanzeige

QmmoQw
oo noen
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r Sensor-Halbleiterbauelemente
Drucksensor

Feuchtesensor
Halleffekt-Sensor
Temperatursensor

Weitere Zuordnungen sind im jeweiligen Erzeugnisstandard fixiert.
2. Block, 5. Element:

zweli bis vier (in Ausnahmef#llen auch mehr) Ziffern ale ZZhlnummer der Typbezeichnung. Fir
Neuentwicklungen ab 1986 gilt, daP die Z&hlnummern internationaler Vorbildtypen grundstzlich
zu (ibernehmen sind.

3. Block, 6. Element:

Buchstaben oder Ziffern zur Kennzeichnung erglinzender Eigenschaften. Zwingend vorgeschrieben
iet nur bei Dioden die Kennzeichnung der Spannungsklasse (Grenzwert der periodischen
Spitzensperrspannung in 100 V) bzw. bei Z-Dioden die Angabe des Nennwertes der Z-Spannung

(z. B. SZX 21/8.2). !

Bei Transistoren kleiner Leistung wird h#ufig mit einem Buchstaben die Stromverstlrkung
gekennzeichnet. Dabei werden den Buchstaben folgende Stromverstirkungsfaktoren zugeordnet:

Buchstabe U A,a B,b C,c D,d E,e F,f
Klein-

leistungs-

Ge-Trans. -— 18...35 18...56 45...90 71...140 112...224 -

Si-Trans. 8...22 18...35 28...71 56...140 112...280 224...560 450...1120

Leistungstransistoren haben keine einheitliche Zuordnung von Buchstaben zu Gruppen.

Weitere Buchstaben oder Ziffern zur Kennzeichnung von Transistoren:

N...Z2 (auBer S, U, X) fdr hdherwertige Eigenschaften als der Grundtyp
1...9 fir geringerwertige Eigenschaften als der Grundtyp

S Amateurtyp, d.h. die Eigenschaften des Grundtyps werden nicht garantiert;
die Amateurtypen werden durchnumeriert (z. B. SF 237 S1)
X ohne Geh#use

Eine exakte Zeichenzuordnung ist 1im Jewelligen Erzeugnisstandard enthalten und scllte im
Zweifelsfall nachgeschlagen werden.



_dem Gehiuse
Hersteller sind:
Zeichen Abkiirzg. Betrieb, Anschrift
m) MSN VEB Hikroelektronik “Anna Seghers” Neuhaus
(vormals: RWN) Thomas-Mann-5tr.2

Neuhaus/Rennweg, 6420

‘a’ HWE VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder
{vormals: HFO) Postfach 379
Frankfurt/Oder, 1200

% MLS VEB Mikroelektronik “Karl Liebknecht” Stahnsdorf
(vormals: GHS) Ruhlzdorfer Weg
Stahnedorf, 1533

w MME VEB Mikroelektronik “Karl Marx" Erfurt
(vormals: FWK) Budolfstr.47
EBrfurt, 5010

Die Kennzeichnung mit den Betriebsmarken wird zukinftig durch die einheitliche Kennzeichnung
mit dem Verbandszeichen RFT abgeldst.

3.1. Transistoren im MetallqehXuse

Es erfolgt der vollsti#ndige Aufdruck dees Typs (1. bis 3. Block) sowie des Herstellerszeichens
und des Herstellungsdatums in kodierter Form.

Beispiele:

ToT T T | S RS T
] [] (] ]
1 i 1
[) 1 1

Herst - ? b {

=7 i

zeichen| EI |<e——Herst. i i l i
! ! Datum !
1 1
H SF 369 | |- Typ .»; {:é 380 i
L A E S & -

———y-T-
]

]
|

P ——"
-—————
s >

P ———
o

Herastellungsdatum, bestehend aus Jahr und Monat:

1985 = T Januar =1

1986 = U Februar = 2

1987 = V 5aa

1988 = W September = 9

1689 = X Oktober = Buchstabe 0O
1990 = A November = Buchstabe N
1991 = B Dezember = Buchetabe D

3.2. Transistoren im Miniaturgehfuse

Typ in Kurzform, dabei kann der erste Buchstabe weggelassen sein, da diese Bauelemente

2. 4. nur auf Si-Basis hergestellt werden; von der Zihlnummer kann oft die erste Ziffer
entfallen, wenn verwechslungssicher; die Stromverstirkungsgruppe wird mittels Kennbuchstabe
angegeben. Herstellerzeichen entfillt, Herstellungedatum in kodierter Form.

Beiasplel:

1

i [2] [r]
' 1 - Stromverstirkung (Gruppe D)

' 2 - Herstellungsdatum (Jahr u. Monat)
{

{[c 9]

]
'S

3 - Typ (SC 239)

[ — |
| i
| ]
| i
1 |
w N
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Dipl.-Ing. Wolfgang Mbgling
Dipl.-Phys. Monika Arnold

VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Kennzeilchnung von diskreten Halbleiter-—
bauelementen (auBexr DDR)Y//4,5,6, 7/

1. Einlejtung

Nachfolgende Zusammenstellung dient der Identifizierung der Typen und der rationellen Arbeit mit
diskreten Halbleiterbauelementen des verfigbaren Sortimente sowie als Orientierungshilfe beim
Bestimmen von unbekannten oder Austauschtypen. Das Material erhebt keinen Amspruch auf
Vollst&ndigkeit und gibt den im VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin bekannten Stand wieder.
Es gibt keinen internationalen Standard fir die Typbezeichnung von diskreten Halbleiterbauelemen-
ten. Es werden linder- oder firmenweise verschiedene Buchestaben und Ziffern verwendet, um
bestimmte Grundeigenschaften der Bauelemente zu kodieren, z. B. die Art des verwendeten
Halbleiterwerkstoffes, den Verwendungszweck des Bauelements usw.

Die Abschnitte 2. bis 11. dieses Beitrages erl¥utern die Typtezeichnung l¥nderweise ohne DDR.

1. Element:

ein Buchstabe oder eine Ziffer zur Bezeichnung des Halbleiterwerkstoffes

oder 1 = Germanium

oder 2 = Silizium

oder 3 = Gallium und seine Verbindungen

oder 4 = Indium und seine Verbindungen (diese Mdglichkeit wird fir Transistoren
nicht genutzt) ' .

- xR

Die Ziffern 1...4 werden anstelle der Buchstaben fiir Bauelemente mit erhdhten Anforderungen fir
militérische und kommerzielle Ger#tetechnik (z. B. Temperaturbereich > 60 oC oder verbes:
serte Zuverlissigkeit) angegeben.

2. Element:
ein Buchstabe zur Bezeichnung der typischen elektrischen Funktion des Bauelements

Hichstfrequenzdiode

Kapazit&tsdiode

Dioden (allgemein)

optoelektronisches Bauelement

Tunneldiode

Lichtemitterdiode

nichtgesteuertes mehrecnichtiges Bauelement
ladungsgesteuertes Halbleiterbauelement (z. B. FET)
Z- Diode )

bipolarer Transistor

ladungegesteuertes mehrschichtiges Bauelement
Gleichrichtersfule und -Block

NO=ENYZCO-MO W >
E«gHoaTsysebPon>
L O 1 O 1 B

o N N N N N S N e N

Der Buchstabe des 2. Elements kann durch den Buchstaben § (C) erginzt werden zur Bezeichnung der
Anordnung mehrerer Transistoren in einem Gehsuse (Doppeltransistoren, Transistorarrays), die
nicht intern elektrisch verbunden sind.

3. Element:

Z&hlnummer des Bauelementetyps, eine maximal vierstellige Zahl

1 - Transkription s. Der GroBe Duden. Leipzig: Bibliogr. Inst. 1988 §S. 575 - 576

ai 10(1989) H. 1



Die erste Ziffer gibt eine Unterteilung der elektrischen Funktion nach Hauptparametergruppen an:

sie hat folgende Bedeutung:

Ziffer Dioden Héchstfrequenz- Z-Dioaen Transistoren optoel. Bauel.
dioden
1 Gleich- Mischdioden 0,1 VgUz<iQ Vv NF-Trans. kl. Lstg. Fotodioden
richter PX 0,3 W Pcmax < 0,3 W
kl. Letg. f « 3 MHz
2 Gleich- Video- 10 V £ Uz<100 V HMF-Trans. kl. Lstg. Fototran-~
richter detektoren P=0,3 W Pcmax < 0,3 W sistoren
mittl. Lstg. 3 Mz {5 30 MHz
3 Gleich- Modulatoren 100 VS Uz<200 V HF-Trane. kl. Laig. -——
richter PZO0,3 W Pemax < 0,3 W
hcher Letg. f > 30 MHz
4 Universal- parametr. 0,1 V=0z<10 V NF-Trans. -—
Dioden Dioden 0,3 K<F<5 W mittl. Lete.
0,3 H§Pc:nu.§ 1,5 W
f < 3 MHz
5 Impuls- Schait- 10 V8 Uz<10) V MF-Trans. -—-
Dioden Dioden 0,3 WS P<5 W mittl. Lstg.
0,3 W§PCmax§1.5 W
3 MHzS £ S30 MHz
6 - Vervielfacher~ 100 VS Uz<€ 200 V HF-Trans. -——-
Dioden 0,3 "eP<5 W mittl. Lstg.
0,3 W=Pcmax<1,5 W
£ > 30 MHz
7 -——- -——— 0.1 VEUz<<10 ¥ NF-Letg -Trans. -——-
l':f) W PCuax ™ 1.5 i
f < 3 MHz
8 - -— 10 V S 0z<100 V MF-Lstg.-Trans. -
PESW Pcwax > 1,5 W
3 MHzS f =30 MHz
9 - —=- 100 VE U2 200 V HF-Lsty -Trans. -—
PE5 W Pecmax > 1,5 W
f > 30 MHz

Die darauf folgenden Ziffern 01 ...

99 legen den Grundtyp fest.

4. Element:

ein Buchetabe zur bezeichnung von typbezogenen Differenzierungen (unter Ausschluf

von 3 ,4d,6 ) wie Stromverstérkung, Spannungsklasse, Rauscheigenschaften oder beliebige andere
Kennwerte. Ein zweiter Buchstabe "M" deutet auf eine Modifikation des urspriinglichen Type hin
(2. B. andereg Gehiuse).

5. Element,

eine Ziffer von 1...6 fir geh#uselose Transietorsn, dis die Konstruktion néher bezeichnet; es
bedezuten:

mit
= mit
mit
mit

biegsamen Anschlilssen ohne Chiptriger

biegsamen Anschliisser. auf Chiptriger

starren Anschlussen onne Chiptriger

starren Anschliseen auf Chiptrag=r

mit Kontaktierungefléichen ohne Chiptriger und ohne Anschliisse (Chip)
mit Kontaktierungsfllichen auf Chiptriger, aber ohne Anschlilsse

(Chip auf Chiptr&ger)

T2 O b QN
[LI EIS ST I T T

(Ee wird darauf hingewieesen, daf} die gehiuseliosen Transistoren den Einbau in hermetisch dichte
Geh¥use crfordern, da diese Bauformen selibst nicht vollsténdig gegen Umwelteinfllisse geschiitzt
eind.)



S
1 Feld 1 : Typ
1--{-0 O—!——Z Feld 2 : Gruppe
i Feld 3 : Herstellungsmonat
3--]-0 0—{--4 Feld 4 : Herstellungsjahr
l i

e
1 ]
1
[

Fiir die Felder gelten folgende Farbzuoranuugen:

———

Feld 1 Typ Feld 2 Gruppe Feld 3 Monat Feld 4 Jahr
hellblau KT 3107 rosa A beige Januar gelb 1975
braun KT 326 gelb B dunkelblau Februar grau 1976
rot KT 337 dunkelblau W dunkelgriin Mérz beige 1977
weip KT 345 beige G rot April hellgriin 1978
grau KT 350 orange D hellgriin Mai orange 1979
gelb KT 351 violett E grau Juni violett 1980
dunkelgriin KT 352 hellgrin Sh braun Juli hellblau 1981
rosa KT 363 dunkelgriin I orange August weliP 1982
——————————————————— rot K violett September rot 1983
grau L weiP Oktober braun 1984

————————————————— gelb November dunkelgriin 1985

hellblau Dezember dunkelblau 1986

Metallkeramik-HF-Gehsuse werden mit i...2 farbigen Punkten oder
Strichen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung dient in erster
Linie der Unterscheidung der Typvarianten.

Element Typidentifizierung

12 3 45

KT 818 b NF-Leistungstransistor fiir allgemeine Anwendung

KT 818 BM NF-Leistungstransistor fiir allgemeine Anwendung,
modifiziert (= Metallgeh&use)

2T 818 B NF-Leistungstransistor fir erhdhte Anforderungen
(erweiterter Temperaturbereich u. a.)

KT 820 A-1 NF-Kleinleistungstransistorchip mit biegsamen
Anschliiesen ("flying wire”)

KT 3101 A-2 HF-Kleinleistungstransistor auf (Keramik-)Chiptriger
mit biegsamen Anschliissen (nicht voll hermetisiert!)

KT 3120 A HF-Kleinleistungstransistor

KT 3120 AM HF-Kleinleistungstransistor,

modifiziert (= Plastgeh¥use)

KNG 104 A Doppel-Feldeffekt-Kleinleistungstransistor
fir NF-Anwendung



Punkte weilB schwarz rosa &elb dunkelblau dunkelgriln rot

lAnzahl der Farbe des ersten (1) bzw. zweiten (2) Punktes 1

Silizium-Transistoren

2T 371 A . 1

KT 371 A e 1,2

2T 372 A . 1

2T 372 B c 1

2T 372 W . 1 _

KT 572 A e 7 1,2

KT 372 B oo 1,2

KT 372 W .o 1,2

2T 382 A ° : 3

2T 382 B 0o 1,2

KT 382 A » 1
KT 382 B o . 1,2
KT 391 A-2 |.e 1,2

KT 391 B-2 P 1,2

KT 391 W-2 |q¢ 1,2

KT 640 A-2 . 1

KT 640 B-2 1

KT 640 W-2 1

KT 3109 A ea 1 2

KT 3108 B " i 2

KT 3109 W os 1 2

2T 3115 A-2 | 1
2T 3115 B-2 |e _ _ 1

KT 3115 A-2 |, 1
KT 3115 B-2 | e 1

KT 3115 G-2 | 1

2T 3120 A P 1

KT 3120 A PP 1,2

Germanium-Transistoren

1T 383 A-2 P 1

1T 383 B-2 . 1

1T 383 H-2 |, R N 1

GT 383 A-2 ) 1 2 -
GT 383 B-2 e 2 1

GT 383 W-2 0o 1 2

1T 387 A-2 . 1

1T 387 B-2 . 1

1T 3110 A-2 | . 1 J

1. Element

ein Buchstabe zur Bezeichnung des Halbleiterwerkstoffes

G = Germanium

K = Silizium

V = Verbund-Halbleiter, hauptsfichlich Galliumarsenid
2. Element

ein Buchstabe zur Bezeichnung der Funktion des Bauelements
(ist im wesentlichen identisch mit der westeurop#ischen PRO ELECTRON-Kennzeichnung)

Diode (Detektor, Schalter, Mischer)
Kapazitdtsdiode

NF- EKleinleistungstransistor

NF- Leistungstransistor
Tunneldiode

HF- Kleinleistungstransistor
Bauelementekombination

LI L LT B
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Hallsonde

Halleffekt-Element (im offenen magnetischen Kreis)

HF- Leistungstransistor

Halleffekt-Element (im geschlossenen magnetischen Kreis)
Fotobauelement

Kleinleistungs— Bauelement mit Lawinencharakteristik (Rinjc> 16 K/W)
Kleinleistungs- Schalttransistor

gesteuerter Gleichrichter (Thyristor), (Rthjc< 15 K/W)
Leistungs- Schalttransistor

Frequenzvervielfacherdiode (Varaktor)
Gleichrichterdiode

Z- und Referenzdiode

N<MASNDYED XN
L LI L T | O ¥ B I A 1

3. Element

Zihlnummer des Bauelementetyps

- eine 3stellige Zahl (100 ... 999) fir Bauelemente, die vorrangig in Konsumglitern
elngesetzt werden oder
eine 4stellige Zahl, die die Herkunft des Vorbildtyps angibt

- ein Buchstabe und eine 2s8tellige Zahl (A 10 ... Z 99) flUr Bauelemente, die vorrangig
in industrieller Elektronik eingesetzt werden

4. Element

ein Buchstabe zur Kennzeichnung von typbezogenen Differenzierungen (kann auch entfallen).

Bei Transistoren 1ist die Reihung der Stromverstirkungsgruppen nicht immer identisch mit
westeuropiischen Bezeichnungsweisen.

Bezeichnungbeispiele
Element Typidentifizierung
12 3 4
KF 517 B HF- Kleinleistungstransistor mit Stromverstirkungsgruppe B
(hier: B = 90 ... 300)
KD 3055 NF- Leistungstransistor nach Vorbildtyp 2N 3055

Bauelementebezeichnungsschliissel sind une nicht bekannt.
Die Bezeichnungen sind identisch mit den entsprechenden westeuropfiischen Vergleichstypen oder
mit USA- Typen nach deren JEDEC- Bezeichnung.

5. Kennzeichnung von diskreten Halbleiterbauelementen aus der VR FPoien /11/

Die Bezeichnungen lehnen sicn weitgehend an das westeuropfiische PRO ELECTRON-System an,
insbesondere stimmen das 1. und das 2. Klement (Halbleiterwerkstoff und Funktion des
Bauelements) vollkommen iberein.

3. Element

Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung der Anwendung

- P und eine 3stellige Zahl flir Bauelemente filr allgemeine Anwendung
(das P kann auch entfallen)

- E und eine 3stellige Zahl fiir Bauelemente in Mikrominiatur-Bauweise (Mikro-E)
fiir Einsatz in Hybridschaltungen

- YP und eine 2s8tellige Zahl fiir professionelle Anwendungen (das Y kann auch
durch V, W, X, Z ersetzt werden)

- AP und eine 2s8tellige Zahl fiir spezielle Anwendungen (das A kann auch durch
B, C, D, E, F ersetzt werden)
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4. Rlewernt
Z&hlnuamer dea Bauelementetyps
5. Element

Kennzeichnung von typbesogenen Differenzierungen; stimmt wieder weltgehend mit dem
PRO ELECTROM-Schlliseel Oberein.

mmmwwmmmmmnww

Die Bezelcitmung des 1. und 2. Elements lehnt sich an die sowjetische Bezeichnungsweise an:
1. Element

ein Buchstabe oaer eine Ziffer zur Bezeichnung des Halbleiterwerkstoffes

G oder 1 = Germanium
K oder 2 = Silizjium
2. Element

ein Buchstabe zur Bzzelichnung der Funxtion des Bauelements, z. B.

P = unipolarer Transistor
T = bipolarar Transistor
3. Element

eine maximal 4stellige Zahl als Zihlnummer dee Bauelementeityps: die erste Ziffer weict wie bei
UdSSR- Bauelementen auf das Hauptanwendungsgebiet bzw. auf den Leistungs- und Frequenszbereich
hin (sieche Abschnitt 2).

Bezeichinungsbeispiele
Element Typidentifizierung
12 3
f'T 7301 Germanium- N¥F- Leistungstransistor
2T 3850 Silizium- HF- Xleinleistungstransistor

Die EKennseichnung erfolgt - soweit bisher bekannt - nach dem westeuropfiischen System oder
entspréechend dem Vergleichstyp.

Belsplele

BC 546 NF-Kleinleistungstransistor
BF 459 HF-Kleinleistungstransistcr
2N 3065 NF--Leistungstransistor

Die Kennseichnung besteht - soweit bisher bekannt - aus den Buchetaben SD fiir Dioden, ST fir
Trensistoren und einer 3stelligen Zahl, die keine Rickschlisse auf die Art des Bauelements
PORE 1237

Beispiele
ST 302 Vergleichetyp: BC 177 S5i-NF-Kleinleistungstransistor
ST 602 Vergleichstyp: 2N 2804 Si-HF- und Schalttransistor

ST 701 Vergleichastyp: KD 333 (CSSR) S51-KF-Leistungstransistor

Es wird vermutet, daP sich die erste zZiffer an das Syastem der UdSSR anlehnt.



Seit 1966 arbeitet die westeuropfiische Organisation “PRO ELECTRON“ im Auftrag von 35 Bau-
elementefirmen; sie sorgt fir dle Herausgabe von einheitlichen Typbeszeichnungen und deren
Registrierung.

Der Typenschliissel nach PRO ELECTRON ordnet die diskreten Halbleiterbauelemsnte nach ihren
Hauptanwendungsgebieten.

Ks bedeuten:

1. Element
ein Buchstabe zur Bezeichnung des Halbleiterwerkstoffes (Ausgangsmaterial)

Germanium (oder Bandabstand 0,6 ... 0,9 eV)
Silizium (oder Bandabstand 1,0 ... 1,3 eV)
Gallium-Arsenid (oder Bandabstand ) 1,3 eV)
Indium-Antimonid (oder Bandabstand < 0,6 eV)
Verbindungshalbleiter, z. B. Cadmium-Sulfid

moQwbk
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2. Element
ein Buchstabe zsur Bezeichnung der Funktion des Bauelements

Diode (Detektor, Schalter, Mischer); kleine Leistung
Kapasititadiode

NF-Transistor; kleine Leistung (Bthjc > 15 K/W)

NF-Transistor; groBe Leistung (Btnjc ¢ 15 K/W)

Tunneldiode

HF-Transistor; kleine Leistung (Rtmnjc > 15 K/W)
Bauelementekombination, Arraye, sonstige Dioden (3. B. Osaillator)
pagnetempfindliche Diode

Hall-Effekt-Element im offenen magnetischen Kreis

HF-Transistor; grofe Leistung (Rtnic § 15 K/HW)
Hall-Effekt-Element im geschlossenen magnetischen Krels
Fotokopplungselement

strahlungsempfindliches Element

strahlungserzeugendes Element

Steuerelement (. B. Thyristor); kleine Leistung (Rthjc > 15 K/W)
Schalttransistor; kleine Leistung (Rthjc > 15 K/W)

Steuerelement (z. B. Thyristor); groPe Leistung (Rthjc § 15 K/W)
Schalttransistor; grofle Leistung (Rthjc ¢ 15 K/W)

Wandler bzw. Oberfl¥chenwellen-Bauelement

Vervielfacherdiode (z. B. Varaktor, step recovery)
Gleichrichterdiode (2. B. Booster);groBe Leistung
Stabilisatordiode (z. B. Z-Diode, Suppressor-Diode)

CTO T I L T T T 1 F A L [ 1
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3. Element

Zihlnummer des Bauelementetyps

- eine 3stellige Zahl (100 ... 999) fir Bauelemente in Konsumgiitern oder far allgemeine
Anwendung
- ein Buchstabe (P, @, S, T, W, X, Y, Z) und eine 2stellige Zahl (10 ... 989) far protessionelle

Anwendungen mit engen Toleranzen
4. Element

ein Buchstabe (manchmal auch eine Ziffer) sur Bezeichnung von typbezogenen Differenzierungen
Eine feste Vorschrift hierflir gibt es nicht, mit Ausnahme des "R":

R (= revers) bezeichnet eine umgekehrte AnschluBfolge gegeniiber dem Grundtyp ohne “R™.

A, B, C,... kennzeichnen in der Regel bei Tramsistoren die Gleichstromverstirkung B {bel
Bipolartransistoren) oder den Drain-Source-Reststrom Ipnss (bei Feldeffektramsistoren).

Als grobe Richtlinie £ir die Zuordnung der Buchstaben zu den Stromverstirkungsklassen B

{B = Ic/Ip) gilt:

Buch- fr Kleinleistungs- fdr Leistungs-

stabe transistoren transistoren
A 110 ... 220 40 ... 100
B 200 .. 450 63 ... 160
C 420 ... 800 100 ... 250

Bei Angabe von Zahlen als 4. Element mit vorgesetstem Bindestrich (=. B.-6,-10,-18,
-25, - 40), kann durch Erginzung eimer "0" auf die typische Stromverstirkung geschlossen werden,
also Btyp = 60, 100, 160, 250, 400.
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Weitere Unterteilungen werden empfohlen fir:
- Referenzdioden/Spannungsreglerdioden: ein Buchstabe und eine Zahl

Ler Buchstabe gibt die Nenntocleranz der Z-Spannung an

A B C D E

Uz in X 1 2 5 190 20
(Serien nach IEC) E86 E48 E24 E12 K6

Die Zahl gibt die typische Z-Spannung in Vol an, bezogen auf den Nennstrom. Anstel-
le des Dezimalkommas wird der Buchstabe V verwendet (Beispiel: BZY 74 - C6V3).

- Spannungsbegrenzerdioden: eine Zahl
Die Zahl gibt die empfohlene Gleichsperrspannung (Ur) an, der Buchstabe V wird dabei
wle oben benutzt.

- Leistungsgleichrichter und Thyristorean: eine Ziffer
Die Ziffer gibt die maximal zullissige Spitzenapannung in Volt (UmrrM) oder die periodische
Spitzensperrspannung in Vorwiirtsrichtung (Upms)an, jJeweils den kleinsten Wert von beiden.

- Strahlungsdetektoren: eine Zahl mit vorgesetztem Bindestrich
Die Zahl gibt die Dicke der “depletion”-Schicht in um an. Manchmal folgt ein Zusatz-
buchstabe zur Kennzeichnung der Energieaufldsung.

- Strahlungsdetektor-Zeilen oder Strahlungssender-Zeilen: eine Zahl mit vorgesetztem
Schrégsetrich
Die Zahl gibt an, wieviel Grundbauelemente in der Zeile enthalten sind.

Bezelchnungsbeispiele

Element Typidentifizierung

12 3 4

AA 112 Ge-Kleinsignal-Dicde, Standardtyp

BC 109 C NF-Kleinleistungstransistor fir Konsumglter; B = 420 ... 800

BD 135 C NF-Lelstungstransistor fir Eonsumgliter; B = 100 ... 250

BD 138-16 NF-Lelstungstransistor fiir Konsumgliter; Btyp = 160

BFS 20 R HF-Kleinleistungstransistor flr professionellen Einsatz mit ver-
tauschten Arschliiesen (E - C)

BPX 10-2A Si-Fotodiode mit 2 am-depletion-Schicht

BZW 70-39 Si-Spannungsbegrenzerdiode mit Ur = 39 Volt

CQY 17 GaAs-Lumineszenzdiode, Industrietyp
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1. Element

Anzahl der aktiven Elektroden minus 1
(2. B. Dioden: 2 - 1 = 1; Transistoren und Thyristoren: 3 - 1 = 2; Transistoren mit zus8tzllichemn

Steuereingang, z. B. Dual-Gate-FKT : 4 - 1 = 3)

Diese Regelung gilt nicht fur Fototransistoren, Fotodioden oder Bauelemente, die diese
enthalten. Fir diese ist das 1. Element eine Null.

2. Element
Buchstabe “S“ (= Semiconductor)
3. Element

ein Buchstabe zur Bezeichnung der Funktion des Bauelements
(nur fdr Bauelemente, die als erstes Element eine Zahl > 2 haben, d. h. nicht fur Dioden und
Fotobauelemente)

A pnp-HF-Transistor (bipolar)
pnp-NF-Transistor (bipolar)
npn-HF-Transistor (tipolar)
npn-NF-Transistor (bipolar)
Thyristor mit p-Gate
Thyristor mit n-Gate
Unijunction-Transistor
p-Kanal-Feldeffekt -Transistor
n-Kanal-Feldeffekt--Transistor
Kleinsignal-Diode
Kapazititsdiode

<cnEHEDQOEmUOQWE

4. Element

Registriernummer des Baueclements bel der japanischen StandardbehBrde, besteht aus

einer Zahl > 11. Technische Eigenschaften kénnen aus dieser Zahl nicht entnommen werden.
(Niedrige Nummern deunten auf sehr alte Typen) .

5. Element

Buchstaben zur Bezeichnung von speziell selektierten Varianten, die den Grundtyp ersctzen
k8nnen, jedoch nicht umgekehrt (oftmals hShere Spannungsklasse).

6. Element

Buchstaben in Kreisen zur Kennzeichnung spezieller Eigenschaften, wie sie z. B. von der Firma
Hitachi verwendet werden:

N = wird benutzt von NHK (japan Rundfunkgesellschaft)

M = gepriift vom Marinestab des vertelidigungsministeriume

H = speziell produzicrt fur dic Kompunikationsindustrie

K = speziell produzlert fiir die Komsunikationsindustrie, {Plastgehluse)
7 Element

Buchstaben in Kreisen zur Kennzseichnung einer Rlassifizierung elekirischer Parameter. Fir die
Klassifizierung nach Stromverstirkungsklassen B gilt die Regel:

Buchstabe A B ¢ D E 3

Klasse 35...70 85 . 120 100...200 260...500 400...800 600...1200

Bei Feldeffekttransistoren wird mcist nach dem Drain-Source-Restetrom Ipss klassifiziert. Eine
feste Reihung ist aber nicht vorgesehen und erfolgt far jeden Typ individuell.
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Bezeichnungsbeispiel
Element Typidentifizierung
12314 5 6 7
2 S A 537 A pnp-HF-Transistor, Variante von 2 SA 537, vorgesehen fr die

Kommunikationsindustrie mit Stromverstfirkungsklasse
B=60 ... 120

In den letzten Jahren gibt es eine wachsende Zahl Jjapanischer Bauelemente, die nach
firmeneigenen Codes bezeichnet oder auf andere Weise mit Farbkennzeichnung oder Kurzcode
gekennzeichnet werden, da Miniaturgeh8use oftmals den Aufdruck der vollsténdigen Bezeichnung
nicht erlauben. Eine Systematik dieser Codierungen ist uns nicht bekannt.

Es 1st auch bel normal bezeichneten Bauelementen {iblich, die ersten beiden EKlemente (2 S) im
Aufdruck wegzulassen, da sie flir die Identifizierung wertlos sind.

(Typenschllissel nach JEDEC)

1. Element

Anzahl der aktiven Elektroden minus 1
(z. B. Dioden: 2 - 1 = 1; Transistoren und Thyristoren: 3 - 1 = 2; Bauelemente mit zus&tzlichem
Steuereingang, z. B. Dual-Gate-FET: 4 - 1 = 3)

2. Element
Buchstabe N
3. Element

die JEDEC-Registriernummer, bestehend aus einer Ziffer 2 11.
4. Element

ein Buchstabe zur Kennzeichnung einer gegenliber der Variante ohne Buchstabe verbesserten,
selektierten Variante.

Aus der willkiirlichen Verwendung von Buchstaben und Ziffern fiir die Kennzeichnung ergibt sich,
daB bel USA-Bauelementen aus der Typbezeichnung eine auch nur grobe Klassifizierung nicht
ndglich ist!

Hinwels
Die Anwendung der JEDEC-Bezeichnung ermbglicht den Herstellern in einfacher Weise die

Kennzeichnung des Bauelements mittele Farbringen. Daflir verwendet man den internationalen
Farbcode (der flir die Kennzeichnung von Widerst&nden genormt wurde):

Farbe Ziffer Farbe Ziffer
schwarz 0 grin 5
braun 1 blau 6
rot 2 violett 7
orange 3 grau 8
gelb 4 weip 9

Bel Dioden wird dabei die 1N weggelassen, die Katodenseite erh#lt einen Farbstreifen in
doppelter Breite, von dem aus “gelesen” wird.

Bezeichnungsbeispiele
(Diode) - Farbcode:
- gelb - braun - gelb - grau: (1IN) 4 + 1 + 4 + 8 = 1N 4148

Element Typidentifizierung

123 4

2 N 2905 A nicht mdglich, da noch nicht einmal eine Unterscheidung zwischen
2 N 4441 Transistor und Thyristor erfolgen kann

Darilber hinaus gibt es eine Vielzahl nicht-JEDEC-registrierter Bauelemente, die vom jeweiligen
Hersteller nach eigener Systematik bezeichnet wird. Auch hier ist meist eine Typidentifizierung
aus der Bezeichnung heraus nicht mSglich.
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Isolierscheiben fir Transistoren und Dioden

1. Applikative Hinweise

Wihrend in der Vergangenheit die Bereitstellung von Isolierscheiben fiir Transistoren und
Gleichrichterdioden in erster Linie auf der Basis individueller Vereinbarungen

zwisghen den Anwendern und dem Hersteller erfblgte, liegt nunmehr ein Vorzugssortiment an Iso-
lierscheiben filr die in der DDR gebr4uchlichen Geh¥useformen vor.

Die Abmessungen der Isolierscheiben wurden auf der Basis der in der TGL 26713 (Entwurf)
vorgegebenen Bauformen in Zusammenarbeit mit der Sektion Schaltungsintegration Fachgruppe
"Dioden und Transistoren” und Partnern aus den Herstellerbetrieben VEB Halbleiterwerk Frank-
furt/Oder sowie VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf abgestimmt.

Der Einsatz der im nachfolgenden Text angegebenen verschiedenartigen Materialien resultiert aus
den Forderungen der Anwender.

Wihrend Glimmer fir thermisch und elektrisch hbchstbeanspruchte Montage eingesetzt wird, sind
die anderen Materialien, insbesondere PETP-Folie, kostengiinstiger. Die thermische Belastbarkeit
iet geringer als bei Glimmer, fiir viele Zwecke jedoch ausreichend (PETP-Folie und Sigufol 130
o C, Glasikon: 180°¢ C). (Sigufol ist eine beiderseitig mit heiPvulkanisierbarem Silikon-
kautschuk beschichtete Polyesterfolie, Glasikon ist ein mit Silikonlack beschichtetes
Lackglasgewebe. )

Die Eigenschaften der Materialien sind in den unter Punkt 2 angegebenen Standards n&her
ausgewiesen.

Die Scheibe Z 226 aus dem Werkstoff Lackpapier wurde fiir Germanium-Transistoren im Gehiuse
TO-66 entwickelt und sollte wegen ihrer geringeren Temperaturbestindigkeit nicht mehr fiir neue
Bauelemente eingesetzt werden.

Bei der Anwendung von Isclierscheiben ist zu berlicksichtigen, daB der Montage-Wirmewiderstand
der Bauelemente vergrofert wird; die Werte fiir nicht-isolierte Montage sind den jeweiligen
Bauelementeangaben (Rthjc) zu entnehmen.

Die Werte fir den W&rmewiderstand der Isolierscheiben sind unter Punkt 5 dieses Beitrages
angedeben.

Bei Bauform- oder Materialforderungen, die iiber die Angaben in den folgenden Tabellen hinausge-
hen, ist der Hersteller, VEB Mikroelektronik "Bruno Baum" Zehdenick (VEB MBZ). zu konsultieren.

Es wird darauf hingewiesen, daB Isolierbuchsen nicht im Lieferprogramm des Herstellers enthalten
sind.

2 Standardiitbersicht =zZu den Materialien

Glimmer : TGL 14884
PETP-Folie E36 : IWZ-Standard 2.13 (allgemeine Forderungen
nach TGL 27330/01 Abschnitt 4.1.)
PETP-Folie E100 : TGL 27330/04
Sigufol : TGL 35508
Glasikon : TGL 200 - 0012

Die Bauformbezeichnungen in den folgenden Tabellen erfolgen nach dem neuen Gehiusestandard
TGL 26713, der als bestitigter Entwurf vorliegt:
Blatt 09 : Leistungs-Flachgeh&use

Blatt 10 : Leistungsgehiuse mit Gewindebolzen
Blatt 11 : Leistungsgehiuse allgemein
Blatt 12 : Leistungsgehfuse mit axialen Anschlissen

ai 10(1989)H.1



3. Abmessungen

Bild 1
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Wertetabelle zu Bild 1 (Angaben in mm):

ftr Bauform (nach

Pos a b c di dz e £ ri r2 TGL 26713/11)
1.1.1 | 42 | 29 | 30 1.8 | 4.3 | 11 2 14.5 6 L2A '
1.1.2 | 42 | 29 | 30 1.8 | 3.4 | 11 2 14.5 6 L2A
1.2 45 | 32 | 30.1 | 2.0 | 4.2 | 10.9 | 2 16 7.5 L2A1
1.3 51 | 38 | 30.1 | 2.0 | 4.2 | 10.9 | 2 19 10 L2A2
1.4 32 | 20 | 23 1.2 | 3.2 6 1.6 | 10 4.5 L2B

-
Bild 2 Bild 3 ¢§3___ . 2

Pos a b c d e fir Bauform (nach TGL 26713/09)
2.1 13 10 4 3.2 0 H1

2.2 17.3 12 4 3.2 0 H2B (auch f£.H2A/H2C/H2D)

2.3 25 20 9 3.6 0 H2B

2.4 28 25 9 4.0 9 H4B

2.5 21 23 4 3.2 0 H3E/H3F

Wertetabelle zu Bild 3 (Angaben in mm)

=============<

Pos d1 d2 fiir Bauform
3.1 13.0 | 3.2 H1

3.2 14.5 | 4.1 |m

3.3 16.0 | 5.0 |K1A
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4 . Isolierscheibeniibersicht

Pos. Bestell- HauptmaPBe (mm) Material fiur Bauform

gem. bezeichng. (in Klammern: nach JEDEC)

Bild

1.1.1 Z 159 42x29x0.04-0.06 Glimmer L2A (TO-3) )

i.1.2 Z 225 42x29x0.04-0.06 Glimmer L2A (TO-3) J

1.1.1 Z 210 42x29x0.036 PETP-Folie E36 L2A (TO-3) ) fir

1.1.2 Z 216 42x29x0.036 PETP-Folie E 36 L2A (T0-3) )Jnormale

1.1.1 Z 220 42x29x0.1 PETP-Folie E100 L2A (TO0-3) )Montage

1.1.2 Z 221 42x29x0.1 PETP-Folie E100 L2A (TC-3) )

1.1.1 Z 218 42x25x0.1 Glasikon 0.1 L2A (TO0-3) )

1.1.2 Z 218 42x29x0.1 Glasikon 0.1 L2A (TO0-3) )

1.2 Z 229 45x32x0.08-0.12 Glimmer L2A (TO-3) Jf.spann. -

1.2 Z 207 45x32x0.036 PETP-Folie E36 L2A (TO-3) )feste

1.2 Z 223 45x32x0.1 PETP-Folie E100 L2A (TO0-3) )Montage,
)Variante a

1.3 Z 183 51x38x0.08-0.12 Glimmer L2A& (T0-3) )f.spann.-

1.3 Z 208 51x38x0.036 PETP-Folie E36 L2A (T0-3) )feste

1.3 Z 222 51x38x0.1 PETP-Folie E100 L2A (T0-3) )Montage,
)Variante b

1.4 T 76-1 31x20x0.04-0.06 Glimmer L2B (T0-66)

1.4 Z 211 31x20x0.036 PETP-Folie E36 L2B (TO0-66)

1.4 Z 217 31x20x0.1 PETP-Folie E100 L2B (TO-66)

1.4 Z 226 31x20x0.1 Lackpapier 0.1 L2B (TO-66)

2.1 Z 230 13x10x0.04-0.06 Glimmer H1 (S0T-32, T0-126)

2.2 Z 231 17.3x12x0.04-0.06| Glimmer H2B (T0-220) )f.normale
)Montage

2.3 Z 232 25x20x0.04-0.086 Glimmer H2B (T0O-220) )f.spann.-
)feste
JMontage

2.4 Z 233 28x25x0.04-0.06 Glimmer H4B (TO0-218) )f.spann.-
)feste
)Montage

2.5 Z 236 23x21x0.1 Sigufol H3E/H3F ("Multiwatt")

3.1 Z 120 13x3.2x0.06-0.1 Glimmer H1 (S0T-32, TO-126)

3.2 Z 107/2 14.5x4.1x0.05 Glimmer M1

3.3. Z 234 16x5x0.04-0.06 Glimmer K1A (DO-4)
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5. W&Srmewiderstand der Isocolierschelben

Die Angaben zum Wirmewiderstand tragen unverbindlichen Charakter und sind nicht.in den
entsprechenden Standards enthalten.
Die Werte werden maBgeblich durch die W&rmellbertragungsfliche beeinfluPt.

Warmewiderstand Rtnii der Isollierscheiben in K/NW:

fir Geh#use: H2B (T0-220) H3E/F ("Multiwatt") L2A (TO-3)
Wérmellbergangs- 1.22 3.12 ca. 7
fléche in cm?
Wirmeleitpaste ohne ! mit ohne ! mit ohne ! mit
———————————————————————— e it e e e e
Isolierfolie ! Dicke ! ! !

! in pum ! ! !

PETP-Folie E36 ! 36 3.69 ! 2.1 1.58 ! 0.62 0.8 ! 0.6
PETP-Folie E100 ! 100 6.77 ! 4.97 2.66 ' 2.02 1.15 ! 1,05
Glasikon ! 100 4.87 ! 4.0 2.04 !1.25 1.1 1 0.9
Sigufol ! 100 5.05 ! 4.3 2.13 ! 1.94 1.05 ! 0.9
Glimmer t 50 2.4 ! 1.45 1.11 ! 0.3 0.8 ! 0.4

BG 086/A47/88
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